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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年3月5日(2009.3.5)

【公開番号】特開2006-332634(P2006-332634A)
【公開日】平成18年12月7日(2006.12.7)
【年通号数】公開・登録公報2006-048
【出願番号】特願2006-122941(P2006-122941)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/316    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/318    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｖ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２６Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１９Ａ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/316   　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/318   　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成21年1月21日(2009.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３以下
、且つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うことによ
り、前記半導体膜の表面を酸化または窒化し、
　前記表面が酸化または窒化された半導体膜を覆って第２の絶縁膜を形成し、
　前記第２の絶縁膜上にゲート電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　基板上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３

以下、且つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うこと
により、前記第１の絶縁膜の表面を酸化または窒化し、
　前記表面が酸化または窒化された第１の絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜を覆って第２の絶縁膜を形成し、
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　前記第２の絶縁膜上にゲート電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　基板上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜を覆って第２の絶縁膜を形成し、
　前記第２の絶縁膜に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３

以下、且つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うこと
により、前記第２の絶縁膜の表面を酸化または窒化し、
　前記表面が酸化または窒化された第２の絶縁膜上にゲート電極を形成することを特徴と
する半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　基板上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜を覆って第２の絶縁膜を形成し、
　前記第２の絶縁膜上にゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極を覆って第３の絶縁膜を形成し、
　前記第３の絶縁膜に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３

以下、且つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うこと
により、前記第３の絶縁膜の表面を酸化または窒化し、
　前記表面が酸化または窒化された第３の絶縁膜上に導電膜を形成することを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　基板上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３以下
、且つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うことによ
り、前記半導体膜の表面に酸化膜を形成し、
　前記酸化膜に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３以下、
且つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うことにより
、前記酸化膜の表面を窒化し、
　前記表面が窒化された酸化膜を覆って第２の絶縁膜を形成し、
　前記第２の絶縁膜上にゲート電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　基板上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３以下
、且つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うことによ
り、前記半導体膜の表面を酸化または窒化し、
　前記表面が酸化または窒化された半導体膜を覆って第２の絶縁膜を形成し、
　前記第２の絶縁膜に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３

以下、且つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うこと
により、前記第２の絶縁膜の表面を酸化または窒化し、
　前記表面が酸化または窒化された第２の絶縁膜上にゲート電極を形成することを特徴と
する半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、
　前記半導体膜の端部がテーパー形状であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　基板上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上に端部がテーパー形状を有する半導体膜を形成し、
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　前記半導体膜の端部に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－

３以下、且つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うこ
とにより、前記半導体膜の端部を選択的に酸化または窒化し、
　前記端部が選択的に酸化または窒化された半導体膜を覆って第２の絶縁膜を形成し、
　前記第２の絶縁膜上にゲート電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一において、
　前記基板に対し、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３以下、且
つ電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下の条件下でプラズマ処理を行うことにより、
前記基板の表面を酸化または窒化することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一において、
　前記第１の絶縁膜として、酸化珪素（ＳｉＯｘ）、窒化珪素（ＳｉＮｘ）、酸化窒化珪
素（ＳｉＯｘＮｙ）（ｘ＞ｙ）、または窒化酸化珪素（ＳｉＮｘＯｙ）（ｘ＞ｙ）を形成
することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一において、
　前記第２の絶縁膜として、酸化珪素（ＳｉＯｘ）、窒化珪素（ＳｉＮｘ）、酸化窒化珪
素（ＳｉＯｘＮｙ）（ｘ＞ｙ）、または窒化酸化珪素（ＳｉＮｘＯｙ）（ｘ＞ｙ）を形成
することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一において、
　前記第３の絶縁膜として、エポキシ、ポリイミド、ポリアミド、ポリビニルフェノール
、ベンゾシクロブテン、アクリル、またはシロキサン樹脂を形成することを特徴とする半
導体装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか一において、
　前記プラズマ処理を行う際にマイクロ波を用いることを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか一において、
　前記プラズマ処理による酸化を、酸素と希ガスとを含む雰囲気下または酸素と水素と希
ガスとを含む雰囲気下で行うことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１５】
　請求項１乃至１３のいずれか一において、
　前記プラズマ処理による窒化を、窒素と希ガスとを含む雰囲気下またはＮＨ３と希ガス
とを含む雰囲気下で行うことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか一において、
　前記基板として、ガラス基板またはプラスチック基板を用いることを特徴とする半導体
装置の作製方法。
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